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“高亮度GaN蓝色发光二极管技术”通过专家鉴定
3月31日，由山东省科技厅主持的清华大学与山东英克莱集团有限公司联合研发的高亮度GaN蓝色发光二极管技术鉴定会在山东省济宁市召开。以中科院院士王启明、中国工程院院士许祖谚为正、副主任的专家鉴定委员会分别听取了该项目的研发工作报告和我校罗毅教授所作的技术报告，参观了蓝光二极管生产线和相关产品。与会专家认为：基于GaN材料的高亮度蓝色发光二极管在全彩色大屏幕显示、交通信号、固体照明光源等方面有着巨大的市场前景。该项目在方向选择上是正确的，对信息产业中的发展，具有带动性作用。由清华大学、山东英克莱集团有限公司联合研发的高亮度GaN蓝色发光二极管在以下方面取得了突破性成果。
1．成功解决了GaN材料外延中的一些基本问题，包括：缓冲层的生长条件优化、高质量GaN体材料和InGaN/GaN量子阱材料、n型和p型掺杂的优化等，从而获得了与国外公司水平相当的外延片。
2．开发出了一套有自己特色的高亮度GaN蓝色发光二极管芯片的制作工艺，包括：材料退火、衬底表面处理、低损伤干法刻蚀技术、电极材料与金属化技术、衬底的减薄与抛光、高成品率的划片和裂片技术等。
3．确立了批量高亮度GaN蓝色发光二极管的封装技术，在预防静电、提高成品率等方面积累了经验。
4．在成功开发上述技术的基础上，研制成功了高亮度GaN蓝色发光二极管，其芯片典型工作特性为：当工作电流20mA，正向压降为3.6V时，发光峰值波长470nm，输出功率为1.5mW。15度角封装后的LED的发光亮度大于1cd，与目前国际市场上具有同类结构的产品水平相当，在国内率先达到了批量制造技术。
5．技术文件齐备、完整，研制装备齐全、配套，工艺技术合理先进，并有较完善的检测手段，建立可用于指导批量生产的质量管理体系，基本具备批量生产条件。
专家委员会一致通过对该项目的技术鉴定。
清华大学龚克副校长到会并讲话。山东省科技厅、信息产业厅、经贸委以及济宁市市委、市政府领导出席了鉴定会。双方表示将密切合作，尽快完善该项技术，为最终将高亮度GaN蓝色发光二极管及其相关产品形成一个有重大经济与社会效益的规模产业做出积极努力。
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